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7. Auger電子分光法によるSi(111)清浄表面及びAl吸着

表面の表面準位の研究

井 手 隆

表 面 にお け る電 7-捕 道 の 研 究 は 一 般 に 光 電 子 分 光 は ( Photoenissionelectron spectroscopy)

を 用 い て行 わ れ て い る｡ 光電 子 分 光 法 で は 表 面 に お け る状 態 密 度 ( Densityofstate)の 空 rtH的

な 平 均 を 直 接 与 え て くれ る｡ 一 方 オ ー ジ ェ - 電 子 分 光法 (Augerelectronspectroscopy)は 一般

に 表 面 にお け る 元 素 分 析 法 と して 用 い られ て い るが､ LVV等 の 価 電 子帯(Valencelevel)を 含 む 適

格 過 指 にお い て は そ の ス ペ ク トル 中 にValencestateの 順 鞘 も 含 まれ て い る ため そ の 電 子 梢 道 に対 す

る 研 究 に も 用 い る こ とが で き る｡ ま た そ の 遷 移 が 一 つ の 原 IT･に局 在 した 内殻 唯 位 を 含 む ため､ 蒸 着

系 な ど に お い て は､ この 方 法 を 用 い る こ と に よ って 蒸 着 原 7･に局 在 し た電 IT･破 格 の 欄 軸 を伯 る こ と

が で き る｡ オ ー ジ ェ - 電 子の 運 動 エ ネ ル ギ ー は 次 の 式 で あ た え られ る :

EH n =E2p I2EL.一 声D- 3･

こ こ で ¢い 6 は そ れ ぞ れ 検 出 器 の 仕 事 関 数､ イ オ ン化 に と も な う補 正 項 で あ ろ｡

本 研 究 で は､ Si(111)-7x7滴 沖 表 面 お よ び こ の 表 面 にAlを 約 600oCで 蒸 着 して 得 られ る

Si(111)√3x√3-Al表 面 に対 してSiお よ び Alの LVVオ ー ジ ェ - スペ ク トル を測 定 した｡ 既 に光 電 f･分

光 法 の 測 定 に よ り報 告 さ れ て い るSiお よ び Alの 2p唯 位 の 伯 とvalencelevelの 偶 を 組 み 合 わせ て 上の

式 に代 人 す る こ と に よ っ て得 られ る偶 と オ ー ジ ェ - スペ ク トル 中 の ど - クの エ ネ ル ギ ー 伯 を 比 較 す

る こ と に よ っ て､ オ ー ジ ェ - 遷 移 の 始 状 態 お よ び 終 状 愚 を 明 らか に す る こ とが で き た｡ この 結 果 を

現 在 最 も広 く受 け 入 れ られ て い る捕 追 モ デ ル で あ るSi(111)-7x7 0ASnOdelお よびSi(111)√3x√3

TdMdelに 適 用 した結 果 下 の 図 に示 す よ うな 結 合 電 7･とエ ネ ル ギ ー 韓 位 の 関 休 が あ る こ とが 結 論 さ

れ る｡
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Fig.1 構 造 モ デ ル との 対 応
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